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La presenta solioitud se refiere a un componente aemioonduotor 

oon una disposición semiconductora dispuesta en el interior de un anillo de 

material aislante al&stioo, oon un elemento semioonduotor que presenta un 

borde y oaras principales, estando dotado el anillo en su lado inferior de 

superfioies hermietizantes que se oiüen oontra el borde del eleménto aemi­

oonduotor, y al menos un electrodo de alimentación.

En uno de estos oomponentes semiconductores donooido el anillo 

de material aislante el&atioo está dotado en su lado interior, a lo largo 

de su oontorno, de un resalte hermetizante, que se olBe oontra el borde del 

elemento aemioonduotor. El anillo presenta además en ambos lados frontales 

sendas bridas dirigidas radialmente háoia dentro¡. A ambos ladOB del elementé 

aemioonduotor hay adosados dos eleotrodos de alimentación en forma de disoo 

oon sendas bridas que se extienden radialmente hacia dentro. El resalte y 

las bridas del anillo abarcan por ambos lados a las bridas de loa eleotrodo^t 

de alimentación, de manera qué en el atontaje las bridas de los eleotrodos 

de alimentación tienen que meterse a presión, oon gran aplioaoión de fuerza 

en el eapaoio que hay en el resalte y una de las bridas del anillo.

La presente invención ae fundamenta en el oometido de perfeccionar 

un oomponente semioonduotor de la oíase expuesta, de manera que es posible 

un montaje m&s sencillo.

La invenoión está oaraoterizada porque el lado interior del andu­

llo y el borde de la disposición semiconductora están dotados de escalones, 

de tal manera que el.jdi¿metro exterior de la disposición semiconductora y 

el diámetro interior del anillo decreoen en una y la misma direooión porque 

los escalones presentan superfioies que se hallan al menos aproximadamente 

paralelas y al menos aproximadamente perpendiculares a las superfioies prin{- 

oipales y porque por lo menos las superfioies de los escalones paralelas a 

las superfioies prinoipales, haoen oontaoto sobre los lados interiores del 

anillo y el borde de la disposición semioonduotora.

Se obtiene una hermetizaoión mejorada si adidonalmente se tooan



-  2 -

5.

10.

15.

20.

25.

30.

las superficies de los esoalones situadas perpendiculares a las superficies 

principales, Preferentemente la disposición semioondoutora está apretada en­

tre cuerpos regrigeradores, juntamente con el anillo, estando el anillo di- 

mensionado de manera que este al estar destenBado es más alto que la dispo­

sición semiconductora. Según un ventajoso perfeccionamiento también los j 
escalones en el lado interior del anillo, en la direoolón perpendicular a i 

las superficies principales pueden ser, al estar destensado el anillo, m&s 

altos que los esoalones del borde de la disposición semioonduotora. Venta­

josamente el anillo puede presentar al menos en una de sus caras frontales 

un cuello que oirounda al menos parcialmente al borde óA cuerpo refrigera­

dor. Los electrodos de alimentación presentan convenientemente un esoalona- 

miento por lo menos.

La invención se aolara oon detalle a base de un ejemplo de eje-] 

ouoión, en unión oon las figuras 1 y 2. j

En la figura 1 se muestra en aeooión un oomponente semioonduo-i 

tor 1 según la invención. El oomponente semiconductor tiene un elemento 

semiconductor 3 que está ubioado en el interior de un anillo 2 de material 

aislante el&stico. B1 anillo 2 puede constar por ejemplo de un elastómero,¡ 

por ejemplo caucho sllioona. El elemento semiconductor 3 est& unido oon um 

plaoa soporte 4 de un material oon esencialmente elamiamo ooeficiente de 

dilatación térmica, oomo por ejemplo molibdeno. La plaoa soporte eirve aquj
!oomo aleotrodo de alimentación. En el lado superior del elemento semicon­

ductor 3 está superpuesto un electrodo de alimentación 5.

La dispoeioión semioonduotora compuesta del elemento semioondu¿ 

tor 3, la plaoa soporte 4 y el electrodo de Alimentación presenta en el ' 

borde esoalones 6 y 7. El escalón 6 ae forma Atediante la conformación del 

aleotrodo de alimentación 5, mientras que el esoalón 7 ee produce por el 

diámetro de la plaoa soporte 4 que es mayor que el diámetro del electrodo 

de alimentación 5. La plaoa soporte 4 puede presentar sin embargo otro es­

oalón en su borde interior. El lado interior del anillo 2 presenta asimismo
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escalonas 8 y 9 an los que haoen contacto correspondiente!eaoalones 6 y 7 

respectivamente del elemento semiconductor, En el lado interior del anillo 

2 pueden estar previstos otros escalones, correspondientemente al número de 

esoalones de la disposición semiconductora 3,4 y 5*

^1 dimensionado de los escalones Mi el lado interior del anillo 

por una parte y en el borde del elemento semiconductor pot otra parte está 

convenientemente adecuado de tal manera que al menos las siperfioiea 10 y 11 

de la disposición semiconductora 3, 4, 5 paraláas a las superficies princi­

pales del elemento semioonduotor 3, hacen oontaoto en superficies correspon­

dientes de los esoalones del lado interior del anillo 2. Las superficies 

12, 17; 13, 18; 14, 19, que están en ángulo reoto oon las superficies prin­

cipales del elemento semiconductor 3, están desarrolladas convenientemente 

asimismo oomo superfioies hermétizantes. En la representación de la figura 

1 éstas presentan úna separación exageradamente grande, para que se vean 

mejor. El diámetro exterior del elemento semiconductor y el diámetro inte-, 

rior del anillo se adeouarán entre si de manera que las partes de la dispo­

sición semiconductora 3, 4, 5 pueden meterse en el anillo sin una especial 

aplioaoión de fuerza. t
El borde del ouerpo semioonduotor 3 está dotado de una oapa de i

i
pasivaoión que mantiene alejadas las influencias externas especialmente de 

las transioiones-pn que surgen en el borde. Para fines de almacenamiento 

y verificación basta por tanto el tipo de blindaje descrito en unión oon 

la figura 1. Durante el funcionamiento tiene que refrigerarse cada oomponeá 

te semioonduotor. En la figura 2 se muestra que a-ambos lados de la dispo­

sición semiconductora 3y 4, 5 están metidos a presión cuerpos refrigerador^; 

22 y 23. El anilló 2 está ahora dimensionado convenientemente de manera qun 

éste al estar destensado, es decir cuando no están metidos los cuerpos re­

frigerados, es más alto (ĥ , lafigura l) que la disposición semiconductora

3, 4, 9 (h , figura l). Con ésto se comprime el anillo y entran en oontac-!^  i
to las superfioies 12, 17; 13, 18; 14, 19. El efeoto hermetizante de estas-
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superficies puede mejorarse todavía más porque los escalones del anillo per-t 

pendioularmente a las superficies principales del cuerpo semiconductor 3 se 

hacen algo mayores que las superficies correspondientes de la disposioiAn se­

miconductora 3, 4, 5. Al apretarse los cuerpos refrigeradores 22, 23 estas 

partes del anillo se aplastan todavía más y hermetizán todavía mejor el in­

terior del componente semioonduotor.

El anillo 2 puede tener en uno o en ambos lados frontales un 

cuello 20 y 21 en oada oaso, desarrollado de tal manera que circunda al me­

nos parcialmente el borde de los cuerpos refrigeradores 22, 23. Mediante la 

deformación del anillo 2 al apretarse los ouerpos refrigeradores los ouellos 

20, 21 se oiHen al cuerpo refrigerador, lo oual lleva asimismo a un mejora­

miento de la hermetizaoión, en especial de las superfioies entre los ouer­

pos refrigeradores 22, 23 y el eleotrodo de alimentación o biem la plaoa 

soporte 4.

Las superfioies hermetizantes anteriormente mencionadas no 

tienen que ser neoesaüamente paralelas o bien perpendioularmente a las su­

perficies principales del cuerpo semioonduotor 3, qino que tstáa pueden es-j 

tar también ligeramente indinadas. !

Desorita suficientemente la naturaleza del invento, asi como la 

manera de realizarse en la práctica, debe haoerse oonstar que las disposi­

ciones anteriormente indioadas son susceptibles de modificaciones de deta­

lle en cuanto no alteren su principio fundamental.
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- REIVINDICACIONES -

1. - Perfeccionamientos en oomponentea semiconductores del tipo 

dotados de una disposición semiconductora dispuesta en el interior de un 

anillo de material aislante el&stioo, oon un elemento semiconductor que pre*. 

senta un borde y oaras principales, estando dotado el anillo en su lado in­

ferior de superficies de hermetizantes que se oinen contra el borde del ele-.

mentó semioonduotor, y al menos un eleotrodo de alimentación, oaraoteriza- 

dos porque los lados interiores del anillo y el borde de la disposición ae- 

mioonduotora están dotados de esoalones de tal manera que el diámetro exte­

rior de la disposición semiconductora y el diámetro interior del anillo de­

crecen en una y la misma dirección, porque los esoalones presentan superfi­

cies que ae hallan al menos aproximadamente paralelas y al menos aproximadas- 

mente perpendiculares a las superficies principales y porque por lo menos 

las superficies de los esoalones paralelas a las superficies principales, 

hacen oontaoto sobre los lados interiores del anillo y el borde de la dls- 

poeioión semiconductora^

2. - Perfeccionamientos según la reivindioaoión 1, caracterizado! 

porque las superfioies de los esoalones que se hallan perpendiculares a las 

superficies prinoipales hacen oontaoto entre si.

3. - Perfeccionamientos según la reivindioaoión 1 ó 2, caracteri­

zados porque la disposición semiconductora juntamente oon el anillo está 

apretada entre cuerpos refrigeradores y porque el anillo está dimensionado 

de maniera que al estar destensado es mál alto que la disposioión semicon­

ductora.

25-

30.

4.- Perfeccionamientos según la reivindioaoión 3, caracteriza­

dos porque los esoalones del lado interior del Millo, en la direoción per­

pendicular a lae auperfioies prinoipales, si estar destensado el Millo son 

más altos que los esoalones del borde de la disposición semiconductora.

5-- Perfeooionamientos según la reivindioaoión 3, caracteriza­

dos porque el anillo presenta por lóamenos en una de sus oaras* frontales

4 ^
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un cuello que abarca al manos parcialmente al borde del cuerpo refrigerador.:

6. - Perfeccionamientos según una de las reivindicaciones 1 a 5, 

caracterizados porque el eleotrodo da alimentación presenta en cada caso un 

escalonamiento por lo menos.

7. - Perfeccionamientos en componentes semiconductores, tal y oonio 

queda sustanoSLmente descrito en la presente Memoria e ilustrado en Jos dibu-, 

jos adjuntos.

Esta Memoria consta de seis hojas escritas a m&quina por una

sola cara

10. - 7  EME. 1977
Madrid,
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